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【はじめに】金属蒸着膜またはアルカリハライド存在下で

1,2,4,5-tetracyanobenzene（TCNB）を減圧加熱すると、気－

固相反応により n型半導体特性・光電変換特性を示すオクタ

シアノ金属フタロシアニン MPc(CN)8薄膜が生成する（Fig. 1 

[1][2]）。前回、我々は常圧・高温下でも蒸発しないイオン液

体を用いた新たな MPc(CN)8 合成法を提案[3]したが、生成物には MPc(CN)8 以外に副生成物が含

まれていた。生成物は分離精製が難しいため、デバイス応用には合成過程での生成物の高純度化

が望まれる。本研究では、イオン液体中での MPc(CN)8 合成反応をその場観察等することで最適

な反応条件の検討を行った。 

【実験と結果】イオン液体 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide 中に

TCNB と酢酸亜鉛 Zn(CH3COO)2を分散させ、145～210℃で 1.5 時間加熱し生成物を得た。Fig. 2

に反応温度 145℃、190℃、210℃で得られた生成物の FT-IR スペクトルを示す。全ての反応温度で

シアノ基（2220cm-1）およびピロール環由来（1100cm-1付近）

の吸収ピークが観測され、ZnPc(CN)8の生成を確認した。しか

し、145℃での生成物には 1180cm-1 に強いピークが見られた。

これは、量子計算の結果からも TCNB の二量体に由来するも

のと考えられ、低温での反応では副反応が起こりやすいこと

がわかった。次に、MPc(CN)8生成反応中のその場 UV-visスペ

クトル測定を行った。Fig.3 上部 に 210℃ 6 分間加熱時の

UV-vis スペクトルを示す。フタロシアニン環のπ-π*遷移に

基づく Q 帯（600～800nm）および Soret帯（400nm付近）の

吸収ピークが観測されたが、Q 帯の長波長側に新たな吸収ピ

ークが出現し、高温での反応では ZnPc(CN)8の末端シアノ基

に TCNB が結合する副反応が示唆された。160℃加熱時の吸

収スペクトル変化を Fig. 3 下部 に示す。加熱に伴い Q 帯の

吸収ピークは大きくなったが、Q帯の長波長側の吸収は見ら

れず、末端シアノ基への TCNBの副反応は進行しないと考え

られた。以上より、本研究ではイオン液体中でのMPc(CN)8

合成において、反応温度により異なる副反応が進行すること

を明らかにし、反応条件の最適化を行うことができた。 

この研究の一部は JSPS科研費の助成を受けたものである。 
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Fig. 1 Reaction Scheme 
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